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拓荆科技：主导 PECVD、

SACVD、ALD等薄膜沉积设备

国产化 

  



 

 - 2 - 

概况：7 月 12 日，拓荆科技股份有限公司披露招股说明书（申报稿），

本次募集资金 10 亿元用于高端半导体设备扩产项目、先进半导体设备的技

术研发与改进项目、ALD 设备研发与产业化项目以及补充流动资金。 

公司亮点 

聚焦于薄膜沉积设备，营业收入高速增长。公司主要从事半导体薄膜

沉积设备国产化，主要产品包括等离子体增强化学气相沉积（PECVD）设

备、原子层沉积（ALD）设备和次常压化学气相沉积（SACVD）设备三个

产品系列。 

2018-2020 年公司营业收入依次是 0.71 亿元、2.51 亿元、4.36 亿元；

净利润依次为-1.03 亿元、-0.19 亿元、-0.11 亿元；毛利率分别是 33.00%、

31.99%、34.12%，收入显著增长，毛利率稳定，亏损逐年收窄。公司

2018-2020 年研发费用占营业收入的比例分别为 152.84%、29.58%、

28.19%。 

拓荆科技是国内唯一一家产业化应用的集成电路 PECVD、SACVD 设

备厂商，产品关键性能和技术已达到国际先进水平。主要产品已广泛应用

于国内晶圆厂 14nm 及以上制程集成电路制造产线，并已展开 10nm 及以

下制程产品验证测试。公司产品已广泛用于中芯国际、华虹集团、长江存

储、长鑫存储、厦门联芯、燕东微电子等国内主流晶圆厂产线，累计发货

超 150 套机台。公司生产的 PECVD 设备已发货某国际领先晶圆厂先进制

程研发产线；SACVD 设备可以沉积 BPSG、SAF 材料薄膜，适配 12 英寸
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40/28nm 以及 8 英寸 90nm 以上的逻辑芯片制造工艺需求；同时，公司

自主研发的核心技术解决了半导体制造中纳米级厚度薄膜均匀一致性、薄

膜表面颗粒数量少、快速成膜、设备产能稳定高速等关键难题，保证实现

薄膜工艺性能，且能减少客户产线的生产成本。公司的产品已适配国内最

先 进 的 28/14nm 逻 辑 芯 片 、 19/17nmDRAM 芯 片 和 64/128 层

3DNANDFLASH 晶圆制造产线，2.5D、3D 先进封装及其他泛半导体领域。 

薄膜沉积设备市场规模增长较快，拓荆科技有望引领国产化进程。薄

膜沉积设备负责各工序中的介质层与金属层的沉积，包括 CVD（化学气相

沉积）设备、PVD（物理气相沉积）设备/电镀设备和 ALD（原子层沉积）

设备。其中 ALD 属于 CVD 的一种，是先进制程部分工序节点所需的薄膜

沉积设备。薄膜沉积设备的投资规模占晶圆制造设备总投资的 20%左右，

年度市场规模约为 120-160 亿美元。受益于全球半导体高景气和制程进步

带来工序增加，薄膜沉积设备需求迎来持续提升，且拓荆科技有望在国际

巨头垄断局面中进一步提升市场份额。 

募投项目：扩大产能水平，提高国产半导体专用设备市占率。本次募

集资金 10 亿元用于高端半导体设备扩产项目、先进半导体设备的技术研发

与改进项目、ALD 设备研发与产业化项目以及补充流动资金。致力于扩大

公司现有生产基地的产能水平，为公司在上海临港新建研发生产场地。 

建立贴近市场、提供具有快速响应客户需求的研发生产能力。实现产

品的产业化，进一步提升产品技术水平和拓展产品应用领域，推动公司业
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务规模的持续增长。 

投资建议 

作为国内稀缺的 12 英寸 PECVD、SACVD、ALD 设备企业，拓荆近

年来的高成长性代表着国内工艺设备龙头的再次步入成熟，且国内市场需

求旺盛。继续强烈推荐半导体设备板块，推荐组合：中微公司、北方华创、

万业企业、精测电子、芯源微、长川科技、华峰测控，关注 ACMResearch、

晶盛机电等。 

评级面临的主要风险 

地缘政治摩擦的不确定；零部件供应链安全的不确定性。 
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